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MEDIDAS DE CONDUTIVIDADE /N SITU EM FILMES FINOS INTERCALADOS II

David A. Cusmovas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Annette Gorenstein (Orientadora), Instituto
de Fisica “Gleb Wataghin” - IFGW, UNICAMP

Filmes finos de oxido metalico quando submetidos ao processo eletroquimico de
intercalagao/deintercalagao podem sofrer uma modificagdo de varias ordens de grandezas em sua
condutividade eletrdnica. Esta caracteristica torna a condutividade um parametro muito relevante
para o desenvolvimento de dispositivos eletrbnicos que exploram os processos de intercalagéo,
como microbaterias e dispositivos eletrocromicos, sendo que a eficiéncia do processo é
comandada pela disponibilidade tanto de sitios idbnicos na estrutura cristalina como de niveis
eletrbnicos na estrutura de bandas. Este projeto da continuidade ao projeto anterior, com o
propdsito de aprimorar a técnica de medida de condutividade in situ. A necessidade de uma
mudanca na técnica surgiu devido a condutividade dos filmes, que ndo se alterava apds o
processo eletroquimico de intercalagao/deintercalagdo dos ions. A mudanga ocorreu na arquitetura
do substrato da amostra que foi construida utilizando a técnica de litografia. Desta forma,
garantimos uma melhor intercalagdo dos ions em uma regido de interesse da amostra. Os filmes
utilizados foram 6xido de niquel, depositados pela técnica de sputtering. Os resultados obtidos

serao discutidos e analisados.
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